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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月3日(2012.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　すなわち、本発明に従った窒化物半導体基板は、（０００１）面から［１－１００］方
向に７１°以上７９°以下傾斜した主面、或いは（０００－１）面から［－１１００］方
向に７１°以上７９°以下傾斜した主面と、主面の外周端部に位置する面取り加工部とを
備える。面取り加工部の、主面および当該主面と反対側に位置する裏面のうちのいずれか
隣接する一方に対する傾斜角度は５°以上４５°以下である。面取り加工部の表面層には
加工変質層が形成される。面取り加工部は、主面側に位置する表側面取り部と、裏面側に
位置する裏側面取り部とを含む。表側面取り部に形成された加工変質層の厚みは、裏側面
取り部に形成された加工変質層の厚みより厚くなっている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　この発明に従った窒化物半導体基板の製造方法は、（０００１）面から［１－１００］
方向に７１°以上７９°以下傾斜した主面、或いは（０００－１）面から［－１１００］
方向に７１°以上７９°以下傾斜した主面を有する窒化物半導体基板を準備する工程と、
窒化物半導体基板の主面の外周端部に面取り加工を施す工程とを備える。面取り加工を施
す工程では、主面および主面と反対側に位置する裏面のうちのいずれか隣接する一方に対
する傾斜角度が５°以上４５°以下となる面取り加工部を形成する。面取り加工を施す工
程は、主面側に位置する表側面取り部を形成する工程と、裏面側に位置する裏側面取り部
を形成する工程とを含む。表側面取り部に形成された加工変質層の厚みは、裏側面取り部
に形成された加工変質層の厚みより厚くなっている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化物半導体基板であって、
　（０００１）面から［１－１００］方向に７１°以上７９°以下傾斜、或いは（０００
－１）面から［－１１００］方向に７１°以上７９°以下傾斜した主面と、
　前記主面の外周端部に位置する面取り加工部とを備え、
　前記面取り加工部の、前記主面および前記主面と反対側に位置する裏面のうちのいずれ
か隣接する一方に対する傾斜角度は５°以上４５°以下であり、
　前記面取り加工部の表面層には加工変質層が形成され、
　前記面取り加工部は、前記主面側に位置する表側面取り部と、前記裏面側に位置する裏
側面取り部とを含み、
　前記表側面取り部に形成された前記加工変質層の厚みは、前記裏側面取り部に形成され
た前記加工変質層の厚みより厚くなっている、窒化物半導体基板。
【請求項２】
　前記面取り加工部の表面層に形成された前記加工変質層は、平均厚さが０．５μｍ以上
１０μｍ以下である、請求項１に記載の窒化物半導体基板。
【請求項３】
　前記面取り加工部の面取り量は０．０２ｍｍ以上０．５ｍｍ以下である、請求項１また
は２に記載の窒化物半導体基板。
【請求項４】
　前記面取り加工部の表面粗さがＲａで０．０７μｍ以上３μｍ以下である、請求項１～
３のいずれか１項に記載の窒化物半導体基板。
【請求項５】
　（０００１）面から［１－１００］方向に７１°以上７９°以下傾斜、或いは（０００
－１）面から［－１１００］方向に７１°以上７９°以下傾斜した主面を有する窒化物半
導体基板を準備する工程と、
　前記窒化物半導体基板の前記主面の外周端部に面取り加工を施す工程とを備え、
　前記面取り加工を施す工程では、前記主面および前記主面と反対側に位置する裏面のう
ちのいずれか隣接する一方に対する傾斜角度が５°以上４５°以下となる面取り加工部を
形成し、
　前記面取り加工を施す工程は、前記主面側に位置する表側面取り部を形成する工程と、
前記裏面側に位置する裏側面取り部を形成する工程とを含み、
　前記表側面取り部に形成された加工変質層の厚みは、前記裏側面取り部に形成された加
工変質層の厚みより厚くなっている、窒化物半導体基板の製造方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の窒化物半導体基板を用いた半導体装置。
【請求項７】
　請求項５記載の窒化物半導体基板の製造方法を用いて窒化物半導体基板を準備する工程
と、
　前記窒化物半導体基板の主面上にエピタキシャル層を形成する工程とを備える、半導体
装置の製造方法。


	header
	written-amendment

